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ELECTRONICA Y AUTOMATISMOS

2° Curso de Instalaciones Electromecanicas Mineras
Tema 1. Componentes Electronicos

El diodo

Profesor: Javier Ribas Bueno

Nota: Las animaciones contenidas en esta presentacion requieren Office XP o posterior
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Componentes electréonicos: El diodo

e Introduccién a la fisica de estado sdlido: semiconductores
e La unién P-N
* Caracteristicas eléctricas de un diodo semiconductor
» Caracteristica real
» Linealizacién de la caracteristica de un diodo
* Interpretacion de los datos de un catalogo
» Diodos especiales
» Asociacion de diodos

» Aplicaciones
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Introduccion a la fisica de estado sdlido: semiconductores

Semiconductor intrinseco
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Introduccion a la fisica de estado sdlido: semiconductores

Semiconductor intrinseco
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Introduccion a la fisica de estado sdlido: semiconductores

Semiconductor intrinseco: accion de un campo eléctrico

o +

T
J@..@r—\
g
S0 0 &

- [

+

Escuela Universitaria de Ingenierias Técnicas de Mieres

Electrénicay Automatismos Area de Tecnologia Electronica

Introduccion a la fisica de estado sdlido: semiconductores

Semiconductor intrinseco: accion de un campo eléctrico

Conclusiones:

>La corriente en un semiconductor es debida a dos tipos de
portadores de carga: HUECOS y ELECTRONES

»La temperatura afecta fuertemente a las propiedades
eléctricas de los semiconductores:

mayor temperatura =2 mas portadores de carga = menor resistencia
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Introduccion a la fisica de estado sdlido: semiconductores

Semiconductor extrinseco: TIPO N
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A temperatura ambiente todos los atomos de impurezas se encuentran ionizados
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Introduccion a la fisica de estado sdlido: semiconductores

Semiconductor extrinseco: TIPO N
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Electrones libres ) Atomos de impurezas ionizados
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Los portadores mayoritarios de cargaen un semiconductor tipo N son
electrones libres
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Introduccion a la fisica de estado sdlido: semiconductores

Semiconductor extrinseco: TIPO P

Al: aluminio
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Introduccion a la fisica de estado sdlido: semiconductores

Semiconductor extrinseco: TIPO P
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Huecos libres / K Atomos de impurezas ionizados

Los portadores mayoritarios de carga en un semiconductor tipo P son
Huecos. Actian como portadores de carga positiva.
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La unién P-N

La unién P-N en equilibrio
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Semiconductor tipo P Semiconductor tipo N
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La union P-N
La unién P-N en equilibrio /  Zonade transicion
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Al unir un semiconductor tipo P con uno de tipo N aparece una zona de
carga espacial denominada ‘zona de transicién’. Que actlia como una
barrera para el paso de los portadores mayoritarios de cada zona.
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La unién P-N

La unién P-N polarizada inversamente
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La zona de transicién se hace mas grande. Con polarizacién inversa no hay
circulacion de corriente.
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La unién P-N

La union P-N polarizada en directa
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La zona de transicién se hace mas pequefia. La corriente comienza a
circular a partir de un cierto umbral de tensién directa.
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La union P-N
La union P-N polarizada en directa
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I Concentracion de electrones

Concentracién de huecos
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La recombinacion electron-hueco hace que la concentracién de electrones
en lazona P disminuya al alejarse de la union.
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La unién P-N

Conclusiones:

»Aplicando tension inversa no hay conduccién de corriente

»Al aplicar tensién directa en la union es posible la circulacion
de corriente eléctrica
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DIODO SEMICONDUCTOR
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